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Fisica de Semiconductores

Concentracion de portadores, movilidad y conductividad
Corriente de difusion

Relaciones de Boltzmann y diferencia de potencial



A una barra de Si de largo L = 5 pm a temperatura ambiente tiene un
dopaje uniforme N, = 10** cm™. Luego se le realiza un segqundo dopaje tal

que N, (x) = 10" cm™ exp(-x / 1 pm). Calcular la diferencia de potencial

entre los extremos de la barra.
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Relaciones de Boltzmann
T@\)(\)—BQ()Q @L\“il\}>
q)n‘(\x_):Vthll‘l - (\ _—O/GX)(\OGO:-B
> ¢p<x)=vthln@pi e \SL NN 2N,
(- | 10N =N
< — 1\):3 ;\U\‘(‘;\

Sé(b): —\}Mw%})>:’:2€“v\/\
AU :\Jeq\{f\_vb\@j——’lsé L\ /l}é —1)6(‘-)75@«-

ler Cuatrimestre 2020 86.03/66.25 Dispositivos Semiconductores




La regla de los 60 mV \Jl\*'\ ?)OO k
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Distribucion de portadores (Bajo hipotesis de quasi-neutralidad)
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